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(57)【要約】
【課題】、黒表示時の青みを抑制し、コントラスト比を
高めた高品位な画質を有する液晶表示装置を提供する。
【解決手段】アクティブマトリクス基板であるガラス基
板１０１と対向電極である樹脂フィルム基板１０２が、
配向制御膜１３２の面で対向配置され、これらの間に液
液晶層１１０Ａが配置される。ガラス基板１０１および
対向電極を構成する樹脂フィルム基板１０２の外側の面
のそれぞれには、偏光板１１８，１１９が形成される。
そして、樹脂フィルム基板１０２に一軸吸収異方性が付
与される
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の基板と、前記一対の基板の少なくとも何れか一方に配置された偏光板と、前記一
対の基板間に配置された液晶層と、前記一対の基板の少なくとも何れか一方に形成され、
前記液晶層に電界を印加するための電極群からなる液晶表示装置において、
　前記一対の基板の少なくとも一方が、一軸吸収異方性を有することを特徴とする液晶表
示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　波長域３８０～７８０ｎｍにおいて、前記一軸吸収異方性を有する部材を持つことを特
徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　波長域５５０～７８０ｎｍにおける前記一軸吸収異方性を有する部材の二色比が２以上
の領域を持つことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　波長域４５０～６５０ｎｍにおける前記一軸吸収異方性を有する部材の二色比が２以上
の領域を持つことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　請求項１において、
　波長域３８０～５５０ｎｍにおける前記一軸吸収異方性を有する部材の二色比が２以上
の領域を持つことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項２又は３において、
　波長域５５０～７８０ｎｍにおける前記一軸吸収異方性を有する部材の示す吸収軸の吸
光度が０．２以上の領域を持つことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項７】
　請求項２又は４において、
　波長域４５０～６５０ｎｍにおいて、前記一軸吸収異方性を有する部材の示す吸収軸の
吸光度が０．２以上の領域を持つことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項８】
　請求項２又は５において、
　波長域３８０～５５０ｎｍにおける前記一軸吸収異方性を有する部材の示す吸収軸の吸
光度が０．２以上の領域を持つことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項９】
　請求項２、３又は６において、
　波長域５５０～７８０ｎｍにおいて、前記一軸吸収異方性を有する部材の示す吸収軸と
透過軸での吸光度差が０．１以上であることを特徴とする請求項９、１０、１３に記載の
液晶表示装置。
【請求項１０】
　請求項２、４又は７において、
　波長域４５０～６５０ｎｍにおいて、前記一軸吸収異方性を有する部材の示す吸収軸と
透過軸での吸光度差が０．１以上であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１１】
　請求項２、５又は９において、
　波長域３８０～５５０ｎｍにおいて、前記一軸吸収異方性を有する部材の示す吸収軸と
透過軸での吸光度差が０．１以上であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１２】
　請求項２、５、８又は１１において、
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　波長域３８０～７８０ｎｍにおいて、前記一軸吸収異方性を有する部材の示す吸光度の
最大値が波長域３８０～５５０ｎｍにあることを特徴とする液晶表示装置
【請求項１３】
　請求項１乃至１２の何れかにおいて、
　前記一軸吸収異方性は、樹脂中に色素を分散させた部材であることを特徴とする載の液
晶表示装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　前記一軸吸収異方性は、ほぼ直線に偏光した光照射および／または延伸することにより
発現する材料からなることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１５】
　請求項１４において、
　前記色素が、光異性化化合物であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１６】
　請求項１３、１４、１５の何れかにおいて、
　前記一軸吸収異方性を有する部材の吸収軸が、一対の偏光板の何れか一方の吸収軸とほ
ぼ平行または直交であることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に係り、特に、黒表示での青みを抑制してコントラストを向上
させた液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、表示品質が高く、且つ薄型で低電力消費である、といった特長から、
その用途が多方面に広がっている。近年、携帯電話用モニター、デジタルスチルカメラ用
モニターなどの携帯向けモニターからデスクトップパソコン用モニター、印刷やデザイン
向けモニター、医療用モニターさらには液晶テレビとしての用途拡大に伴い、良好な色再
現性，高いコントラスト比に対する要求が高まっている。特に、液晶テレビにおいては黒
の表現が非常に重視され、かつ、高輝度も強く要求される。
【０００３】
　液晶テレビへの画質に対しては、色調に対する好みが大きく影響する。例えば日本では
、液晶テレビの白表示は色彩学上の無彩色ではなく、高い色温度である９３００Ｋ、さら
には１００００Ｋ以上に設定されることもある。
【０００４】
　一対の偏光板を用いて表示する液晶表示装置においては、白表示／黒表示は、用いる偏
光板の直交偏光板、平行偏光板の透過特性に強く支配される。すなわち、黒は偏光板の直
交透過率、白はその平行透過率の特性に影響される。直交透過率が低く、平行透過率が高
いことが高いコントラスト比を得るために必要である。この種の偏光板は、ポリビニルア
ルコール樹脂等の基材にヨウ素を延伸させたものが広く用いられている。しかし、ヨウ素
を延伸した樹脂中で配向させた偏光板の場合、短波長領域のコントラスト比が低くなって
しまうことが多い。樹脂とヨウ素のオーダーパラメーターを完全に制御することが困難で
あるためと考えられている。
【０００５】
　このことから、短波長領域、すなわち青領域に相当する光の透過率は、長波長領域の透
過光に対して黒表示時には高く、白表示時には低くなる。白表示で高色温度、すなわち青
みが強い白で設定すると、黒表示の青みが強調され、黒の表現が重視される液晶テレビに
おける画像の色調再現性が低下する。上記の偏光板起因による黒と白の色調差を解決する
手段として、色調補正偏光板技術が[非特許文献１]に、偏光板の示す偏光度の波長依存性
を補償する技術が[特許文献２]に報告されている。また、ＰＶＡモードの液晶表示装置に
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おける低階調の色調補正に関しては[特許文献１]を挙げることができる。
【特許文献１】特開２００３－２９７２４号公報
【特許文献２】特開２００６－９１３９３号公報
【非特許文献１】ＳＩＤ０３　ｐ.８２４－８２７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　液晶表示装置の構成例を図１により説明する。図１は、液晶表示装置の模式断面図であ
る。液晶表示装置の原理は、入射側の偏光板１１８を透過した直線偏光を液晶層によって
その配向方向を変化させて偏光状態を変化させ、出射側偏光板１１９を透過する光量を制
御することによって表示する。理想的には、黒表示時において液晶層による偏光状態変化
は全くなく、直交に配置された出射側の偏光板１１９で光源の光が遮断される。従って、
黒表示は、用いる偏光板の直交分光透過率とカラーフィルター分光透過率の積となる。詳
細には、基板や絶縁層、透明電極等の吸収もあるが、偏光板とカラーフィルターがほぼ支
配的である。
【０００７】
　光を透過させる中間調及び白表示は、液晶層によって発生する複屈折光が出射側偏光板
１１９を透過することで表示される。従って、白表示は、用いる偏光板の平行分光透過率
と液晶の複屈折光とカラーフィルター分光透過率がほぼ支配的に作用する。ところが、ヨ
ウ素を延伸したポリビニルアルコール等の樹脂中で配向させた偏光板の偏光度は、短波長
領域で低下するため、黒表示では青く呈色し、白表示では青の透過率が低下してしまう。
一方、黒表示においては、カラーフィルター層を形成する顔料粒子や液晶層による光散乱
等で漏れ光が発生することもあり、理想的な黒表示から輝度が増大し、色調が変わる要因
になっている。
【０００８】
　上述のように、偏光板を用いる液晶表示装置の表示特性は、主として偏光板の直交透過
率と平行透過率の分光特性の差異により黒表示と白表示の色調が大きく変化する。特に、
黒表示は偏光板の直交時の分光特性に大きく影響され、現在広く用いられているヨウ素延
伸型の偏光板は直交時に４００ｎｍ付近の光を遮蔽しきれず、青みを帯びてしまうという
問題がある。
【０００９】
　特許文献１は、ＲＧＢの３つの画素を独立に制御し、色調を補正するという技術を開示
する。しかし、青の透過光に対して無彩色化を図るためには、緑と赤の透過光を増大させ
ることが必要である。黒表示においてこの方法を取れば、黒表示の輝度を増大させてしま
うことになり、コントラスト比低下が避けられない。黒の表現を重視する液晶テレビ等に
おいては、黒表示の輝度増大，コントラスト比低下を招くことは許容されない。また、Ｒ
ＧＢ各画素における液晶分子の配向状態が異なる状態で黒を表示させることは、視野角特
性を悪化させる要因になるため、この点でも好ましくない。
【００１０】
　特許文献２は、液晶表示装置の一対の偏光板間に一軸吸収異方層を付与し、偏光板の持
つ偏光度の波長依存性を補償するという技術を開示する。本発明者らの鋭意研究により、
液晶表示装置の黒表示時の青み低減、コントラスト比向上の効果を得るためには、この一
軸吸収異方層の吸収軸および透過軸の吸光度、および二色比の値が非常に重要であること
が明らかになった。例えば、一軸吸収異方層の透過軸の吸光度が高いと白表示での色調が
変わってしまう要因となり、また一軸吸収異方層の吸収軸の吸光度がある一定以上ないと
、十分な効果が得られない。
【００１１】
　非特許文献１で公表された短波長領域において二色性を示す色素を一対の偏光板のそれ
ぞれ外側に配置して偏光板直交透過率特性の無彩色化を図る色調補正偏光板については、
偏光層を４層形成するため、それぞれの軸を合わせるプロセスが必要となり、生産プロセ
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スの負荷増大が避けられない。また、偏光板偏光度のばらつきが表示品質のばらつきを招
くことも生産性の点で問題となる。
【００１２】
　本発明の目的は、黒表示時の青みを抑制し、コントラスト比を高めた高品位な画質を有
する液晶表示装置を提供することにある。また、本発明は、製品信頼性の向上と共に生産
性向上を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述の目的を達成するため、本発明では光源から発せられた、または取り入れられた光
が液晶表示装置の光学系を通り、観察者が認識するまでの光の光路内に吸収異方性をもつ
光学層として液晶表示装置を構成するＴＦＴ基板とＣＦ基板の一方又は双方に一軸吸収異
方性を持たせたことを特徴とする。ＴＦＴ基板とＣＦ基板はガラス基板、樹脂基板、樹脂
フィルム基板等の透明基板とすることができる。一軸吸収異方性は入射側偏光板または出
射側偏光板の吸収軸とほぼ平行または直交させることにより偏光板偏光度を補償できるた
め、黒表示時の輝度を低減、コントラスト比の向上に有効である。
【００１４】
　上記の吸収異方性は、各波長における吸収軸と透過軸の吸光度の比、すなわち二色比で
表され、二色比が２以上のとき、コントラスト比向上に特に有効である。液晶表示装置の
偏光板にヨウ素系偏光板を用いる際、ヨウ素系偏光板は約３８０～４５０ｎｍ周辺の偏光
度が他の可視波長域に比べ低いため、該一軸吸収異方性層はこの波長域で、より大きな吸
収異方性をもつことが望ましく、黒表示時の青み抑制に有効である。
【００１５】
　本発明によれば、該一軸吸収異方性層の透過軸の吸光度は０．１以下とすることが好ま
しく、より好ましくは０．０７以下、特に好ましくは０．０４以下が好ましい。このとき
、該一軸吸収異方性層は白表示にほとんど影響しないため、白表示時、黒表示時ともに良
好な表示を得ることが出来る。
【００１６】
　また、本発明によれば、液晶表示装置の一対の基板において、該一軸吸収異方性層が形
成された基板の透過軸と吸収軸における吸光度の差分が０．１以上であることが望ましく
、より好ましくは０．１５以上、特に好ましくは０．２以上であることを特徴とする。こ
のとき、液晶表示装置のコントラスト比の向上に有効である。
【００１７】
　また、本発明では、該一軸吸収異方性を、さらに偏光板を構成する樹脂に付与すること
もできる。例示すると、偏光板の保護フィルムであるトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）
にアゾ系化合物またはスチルベン系化合物などの光異性化を起こす二色性色素を添加した
後、ほぼ直線に偏光した光を照射または／かつ延伸することにより一軸吸収異方性を付与
する。光異性化反応では、照射した偏光光の偏光軸に対して垂直な方向に吸収軸を発現す
る。また、一軸延伸処理では、延伸方向と並行に吸収軸を発現する。
【００１８】
　ここで、二色性色素としては化学構造が長い直線的棒状構造をなすこと、化合物を構成
する芳香族環が同一平面性を持つこと、水素結合に関与する基が少ないものが望ましい。
代表例として、ポリアゾ系直接染料、C. I.ダイレクトイエロー１２，４４、C. I.ダイレ
クトオレンジ３９、C. I.ダイレクトレッド２３，２８，３１，３７，７９，８１、C. I.
ダイレクトバイオレット９，１２、C. I.ダイレクトブルー１，２２，７８，９０，１５
１、C. I.ダイレクトグリーン１、C. I.ダイレクトブラック１７、メチルオレンジ、ブリ
リアントイエロー、モダンイエロー１０、アシッドレッド９７などがあり、なかでもベン
ジジン系、ジフェニル尿素系、スチルベン系、ジナフチルアミン系、J－酸系、アントラ
キノン系構造を含む化合物が望ましい。本発明はこれらの化合物を偏光板の偏光度および
色調を補償するように組み合わせて添加することを特徴とする。
【００１９】
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　また本発明では、配向制御膜に配向制御能を付与する方法は特に限定されない。配向制
御能を付与する方法は、バフ布で配向制御膜を摩擦するラビング配向処理法と偏光光照射
による非接触の光配向法がある。ラビング配向処理法に比べ、光配向法は、局所的な配向
の乱れがなく、表示領域全面に渡り均一な配向を付与することが可能である。さらに、上
記二色性色素は偏光光照射による光異性化反応により吸収異方性を発現するため、光配向
法であれば、配向制御膜の配向処理と吸収異方性の付与処理を一括して行うことが可能で
ある。
【００２０】
　特に、光反応性配向制御膜がシクロブタン環を有するポリイミドまたはポリアミック酸
により構成される場合、低照射光量で配向規制力の高い配向制御膜を得ることができ、生
産性の点で有効である。アゾ系化合物、スチルベン系化合物などの光異性化化合物は可視
域に近い波長で反応し、また比較的低分子の化合物が多く、反応性も高いため、液晶表示
装置の配向制御膜として用いるには製品の長期信頼性が低いという課題がある。
【００２１】
　本発明では、これら低分子系化合物を光反応性ポリイミド／ポリアミック酸に添加して
用いることにより、光異性化化合物の配向状態を固定化し、製品信頼性という点でも有効
である。
【００２２】
　本発明では、この光学異方性、さらに一軸吸収異方性を偏光板を構成する透明樹脂基板
（プラスチック基板）、偏光板保護フィルム、偏光板の粘着層、配向制御膜、液晶に電界
を印加するためのアクティブ素子の絶縁膜、カラーフィルター層、カラーフィルター保護
絶縁膜などの各種構成部材（透明基材）の何れか又は複数に付与することもできる。
【００２３】
　具体的には、上記の透明基材にスチルベン系化合物またはアゾ系化合物などの二色性色
素を添加し、これにほぼ直線に偏光した光を照射することにより達成する。透明プラスチ
ック基板の場合は、上記二色性色素を添加し、延伸することにより吸収異方性を付与する
こともできる。
【００２４】
　以上のように、液晶表示装置に本発明は、ＴＦＴ基板とＣＦ基板の少なくとも一方に一
軸吸収異方性を付与し、あるいはさらに各種透明基材の何れか又は複数に一軸吸収異方性
を付与することで、偏光板偏光度の補助による偏光度向上、ならびに偏光度ばらつきの補
償、発生した漏れ光吸収によって、黒表示の輝度低減と青み抑制が達成される。
【００２５】
　本発明で使用するＴＦＴ基板、ＣＦ基板を含む透明基材は特に限定されないが、３８０
～７８０ｎｍでの透過率が高く、機械的強度、寸法安定性が優れ、耐熱性の良い材料が好
適である。透明基材としては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリナフタレン
テレフタレート（ＰＥＮ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ
）、アセチルセルロース、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）、ポリイミド樹脂、アクリ
ル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、環状ポリオレフィン樹脂などのプラ
スチック材料やプラスチックフィルム材料が使用できる。なお、ＴＦＴ基板、ＣＦ基板に
はソーダガラス、無アルカリガラス、ホウケイ酸ガラス、石英などの無機材料などが使用
できる。
【００２６】
　プラスチック基板またはプラスチックフィルム基板の３８０～７８０ｎｍにおける透過
率は７０～１００％が好ましく、さらに好ましくは８５～１００％であり、特に９０～１
００％が好ましい。本発明におけるプラスチックフィルムは単層で用いることもできるが
、２層以上を組み合わせた多層フィルムとして用いることも可能である。
【００２７】
　本発明で使用した偏光板は特に限定されないが、３８０～７８０ｎｍでの偏光度が高い
ものが好適である。図１の参照符号１１８で示した偏光板の構成を説明する。ここでは、
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偏光板１１８を液晶表示装置で一般に利用されるヨウ素による偏光板として例示している
が、色素による偏光板であってもよい。また、配向方法は、二色性を発現する方法であれ
ば延伸以外の方法でもよい。ヨウ素を延伸して配向させた偏光板の場合、偏光板１１８は
、ヨウ素を有するポリビニルアルコールフィルム１６３，耐候性を向上させるための偏光
板保護フィルム１６１，１６２、上記透明基材と偏光板を張りあわせる粘着層１６４から
構成される。
【００２８】
　偏光板保護フィルムはとくに限定されないが、３８０～７８０ｎｍでの透過率が高く、
機械的強度を有し、耐熱性，防湿性，耐候性に優れ、染色されたポリビニルアルコールフ
ィルムとの接着性に優れたものが好適である。偏光板保護フィルムとしては、酢酸セルロ
ース、酪酸セルロースなどが使用できる。
【００２９】
　透明基材と偏光子を貼りあわせる粘着剤は特に限定されないが、３８０～７８０ｎｍで
の透過率が高く、Ｔｇが室温より低い材料が好適である。また、液晶表示装置を高温下に
放置した場合、高温高湿から低温低湿へ環境を変化させた場合、連続してバックライトを
表示させた場合などには、偏光板の寸法変化が生じ、この寸法変化に伴い、粘着層の発泡
や、液晶セルなどの被着体からのハガレが生じやすくなる。粘着層は、粘着剤の分子量を
上げたり、架橋度を上げるなどして、上記のような過酷な条件下における使用に耐えるよ
うに改良しているものを使用する。
【００３０】
　本発明では二色性色素をカラーフィルター層に添加することを特徴とするが、二色性を
付与する際、カラーフィルター層の透過波長域と二色性色素の吸収波長域をほぼ一致させ
ることがより有効である。
【００３１】
　上記吸収異方性が観察者側の基板に形成されている場合、該吸収軸を観察者側に配置さ
れた偏光板の吸収軸とほぼ平行にすることにより、白表示時の色調を大きく変化させずに
黒表示時の色調を補償することができ、本発明が有効に作用する。
【００３２】
　上記一軸吸収異方性が光源側の基板（図１ではアクティブマトリクス基板１０１）に形
成されている場合、該吸収軸を光源側に配置された偏光板の吸収軸とほぼ平行にすること
により、長期に渡り配向規制力の安定性を得ることができ、本発明が有効に作用する。
【００３３】
　本発明において、光源としては冷陰極管（ＣＣＦＬ）や発光ダイオード（ＬＥＤ）また
は有機エレクトロルミネッセンス（ＯＬＥＤ）などの発光ユニットでも良く、また太陽光
などの自然光を利用するものであっても良い。また、発光ユニットは赤、青、緑などの複
数の異なる波長を発光するものを組み合わせても良い。光源の位置は液晶パネルの観測者
側に対して直下、側面、前面にあっても本発明は有効に作用する。液晶層を形成する液晶
分子の長軸方向が液晶層を挟持する一対の基板に対し平行である場合、本発明により低波
長での光漏れを抑えることができるため、表示品位向上に有効に作用する。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、新たな部材を追加することなく、液晶表示装置における黒表示時の青
みを抑制し、コントラスト比を高めた高品位な画質を有する液晶表示装置を提供すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、本発明の最良の実施形態について、実施例の図面を参照して詳細に説明する。な
お、以下では薄膜トランジスタ等のアクティブ素子を形成した基板をアクティブマトリク
ス基板と称する。また、その対向基板にカラーフィルターを有する場合はこれをカラーフ
ィルター基板とも称する。また、本発明において、目標として望ましいコントラストは５
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００：１以上であり、目標とする黒輝度と白輝度における色度差はΔｕ'ｖ'にして０．０
４以下が望ましい。色度はＴＯＰＣＯＮ分光放射計ＳＲ‐３により測定した。
【００３６】
　一軸吸収異方性膜の吸収軸、および透過軸の吸収スペクトルを測定し、吸収軸吸光度（
Ａａ）と透過軸吸光度（Ａｔ）の比（Ａａ／Ａｔ）により二色比を算出した。また差分は
式(Ａａ‐Ａｔ)により算出した。本実施例内では吸収軸のスペクトルにおいて、可視波長
域３８０ｎｍ～７８０ｎｍ内のピーク波長での二色比、および差分を掲載している。
【実施例１】
【００３７】
　図２は、本発明による液晶表示装置の実施例１を説明する一画素付近の模式断面図であ
る。また、図３は、本発明による液晶表示装置の実施例１を説明する一画素付近の構成を
説明するアクティブマトリクス基板の模式図である。図３（ａ）は平面図、図３（ｂ）は
図３（ａ）のＡ－Ａ'線に沿った断面図、図３（ｃ）は図３（ａ）のＢ－Ｂ'線に沿った断
面図を示す。なお、図３は図３（ａ）のＡ－Ａ'線に沿った断面の一部に対応する。なお
、図３（ｂ）と図３（ｃ）は要部構成を強調して模式的に示すもので、図３（ａ）のＡ－
Ａ'線、Ｂ－Ｂ'線の切断部に一対一で対応しない。例えば、図３（ｂ）では半導体膜１１
６は図示せず、図３（ｃ）では対向電極とコモン配線１２０を接続するスルーホールは一
箇所のみを代表して示してある。
【００３８】
　本実施例の液晶表示装置では、アクティブマトリクス基板としてのガラス基板１０１上
には、Ｃｒ（クロム）からなるゲート電極（走査信号電極）１０４およびコモン配線（共
通電極配線）１２０が配置され、このゲート電極１０４および共通電極配線１２０を覆う
ように窒化シリコンからなるゲート絶縁膜１０７が形成されている。また、ゲート電極１
０４上には、ゲート絶縁膜１０７を介してアモルファスシリコンまたはポリシリコンから
なる半導体膜１１６が配置され、アクティブ素子として薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の能
動層として機能するようにされている。また、半導体膜１１６のパターンの一部に重畳す
るようにＣｒ・Ｍｏ（クロム／モリブデン）よりなるドレイン電極（映像信号配線）１０
６とソース電極（画素電極）１０５が配置され、これら全てを被覆するように窒化シリコ
ンよりなる保護膜１０８が形成されている。
【００３９】
　また、図３（ｃ）に模式的に示したように、ゲート絶縁膜１０７と保護膜１０８を貫通
して形成されたスルーホール１０３Ａを介して共通電極配線１２０に接続するコモン電極
（共通電極）１０３がオーバーコート層（有機保護膜）１３３上に配置されている。また
、図３（ａ）から分かるように、平面的には一画素の領域においてその画素電極１０５に
対向するように、共通電極配線１２０よりスルーホール１０３Ａを介して引き出されてい
る共通電極１０３が形成されている。
【００４０】
　ガラス基板１０１はアクティブマトリクス基板（ＴＦＴ基板）、基板１０２はカラーフ
ィルター基板（ＣＦ基板）である。ＣＦ基板１０２は、樹脂フィルム基材（樹脂フィルム
基板）で構成される。実施例１ではこれらのガラス基板と樹脂フィルム基板のうち、樹脂
フィルム基板（カラーフィルター基板）に一軸吸収異方性を持たせている。実施例１にお
いては、画素電極１０５は有機保護膜１３３の下層の保護膜１０８のさらに下層に配置さ
れ、有機保護膜１３３上に共通電極１０３が配置された構成となっている。これらの複数
の画素電極１０５と共通電極１０３とに挟まれた領域で、一画素が構成される構造となっ
ている。また、以上のように構成した単位画素をマトリクス状に配置したアクティブマト
リクス基板の表面、すなわち、共通電極１０３が形成された有機保護膜１３３上には配向
制御膜１３１が形成されている。
【００４１】
　一方、図２に示されたように、カラーフィルター基板を構成する樹脂フィルム基板１０
２には、カラーフィルター層１１１が遮光部（ブラックマトリクス）１１３で画素ごとに
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区切られて配置され、またカラーフィルター層１１１および遮光部１１３上は透明な絶縁
性材料からなる有機保護膜１３４で覆われている。有機保護膜１３４は平滑層でもある。
さらにその有機保護膜１３４上にも配向制御膜１３２が形成されてカラーフィルター基板
を構成している。
【００４２】
　これらの配向制御膜１３１，１３２は、高圧水銀ランプを光源とし、石英板を積層した
パイル偏光子を用いて取り出される紫外線の直線偏光照射により液晶配向能が付与されて
いる。
【００４３】
　アクティブマトリクス基板を構成するガラス基板１０１と対向電極を構成する樹脂フィ
ルム基板１０２が、配向制御膜１３２の面で対向配置され、これらの間に液晶分子１１０
で構成される液晶層（液晶組成物層）１１０Ａが配置されている。また、アクティブマト
リクス基板を構成するガラス基板１０１および対向電極を構成する樹脂フィルム基板１０
２の外側の面のそれぞれには、偏光板１１８，１１９が形成されている。本実施例では、
樹脂フィルム基板１０２に一軸吸収異方性が付与されている。
【００４４】
　以上のようにして、薄膜トランジスタを用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置（
すなわち、ＴＦＴ液晶表示装置）が構成される。このＴＦＴ液晶表示装置では、液晶層１
１０Ａを構成する液晶組成物（液晶分子）１１０は、電界無印加時には対向配置されてい
る基板１０１，１０２面にほぼ平行に配向された状態となり、光配向処理で規定された初
期配向方向に向いた状態でホモジニアス配向している。
【００４５】
　ここで、ゲート電極１０４に電圧を印加して薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）をオンにする
と、画素電極１０５と共通電極１０３の間の電位差により液晶組成物層に電界１１７が印
加され、液晶組成物が持つ誘電異方性と電界との相互作用により液晶組成物層を構成する
液晶分子１１０は電界方向にその向きを変える。このとき液晶組成物層の屈折異方性と偏
光板１１８，１１９の作用により本液晶表示装置の光透過率を変化させ表示を行うことが
できる。
【００４６】
　また、有機保護膜１３３、１３４は、絶縁性、透明性に優れるアクリル系樹脂、エポキ
シアクリル系樹脂、またはポリイミド系樹脂などの熱硬化性樹脂を用いれば良い。また、
有機保護膜１３３，１３４として光硬化性の透明な樹脂を用いても良いし、ポリシロキサ
ン系の樹脂など無機系の材料を用いても良い。さらには、有機保護膜１３３，１３４が配
向制御膜１３２を兼ねるものであっても良い。
【００４７】
　配向制御膜１３１，１３２の液晶配向制御能をバフ布で直接摩擦するラビング配向処理
ではなく、非接触の光配向法を用いることにより、電極近傍に局所的な配向の乱れがなく
、表示領域全面に渡り均一な配向を付与することが可能となる。
【実施例２】
【００４８】
　次に、本発明による液晶表示装置の実施例２を説明する。図４は、本発明による液晶表
示装置の実施例２を説明する一画素付近の模式断面図である。アクティブマトリクス基板
であるガラス基板１０１とカラーフィルタ基板であるガラス基板１０２は、それ自体に一
軸吸収異方性が付与されている。また、図５は、本発明による液晶表示装置の実施例２を
説明する一画素付近の構成を説明するアクティブマトリクス基板の模式図である。図５（
ａ）は平面図、図５（ｂ）は図４（ａ）のＡ－Ａ'線に沿った断面図、図５（ｃ）は図４
（ａ）のＢ－Ｂ'線に沿った断面図を示す。また、図４は図５（ａ）のＡ- Ａ'線に沿った
断面の一部を示している。なお、図５（ｂ）と図５（ｃ）の断面図は、要部構成を強調し
て模式的に示すもので、図３（ａ）のＡ－Ａ'線、Ｂ－Ｂ'線の切断部に一対一で対応しな
い。例えば、図３（ｂ）では半導体膜１１６は図示していない。
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【００４９】
　本発明の実施例２の液晶表示装置では、アクティブマトリクス基板を構成するガラス基
板１０１上には、Ｃｒよりなるゲート電極１０４および共通電極配線１２０が配置され、
ゲート電極１０４と共通電極配線１２０を覆うように窒化シリコンからなるゲート絶縁膜
１０７が形成されている。また、ゲート電極１０４上には、ゲート絶縁膜１０７を介して
アモルファスシリコンあるいはポリシリコンからなる半導体膜１１６が配置され、アクテ
ィブ素子である薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の能動層として機能するようにされている。
【００５０】
　また、半導体膜１１６のパターンの一部に重畳するようにクロム・モリブデンよりなる
ドレイン電極１０６，ソース電極（画素電極）１０５が配置され、これら全てを被覆する
ように窒化シリコンよりなる保護膜１０８が形成されている。この保護膜１０８上には、
有機保護膜１３３が配置されている。この有機保護膜１３３は、例えばアクリル樹脂など
の透明な材料から構成する。また、画素電極１０５はＩＴＯ（Ｉｎ2 Ｏ3 ：Ｓｎ）などの
透明電極から構成されている。共通電極１０３は、ゲート絶縁膜１０７、保護膜１０８、
有機保護膜１３３を貫通するスルーホール１０３Ａを介し、共通電極配線１２０に接続し
ている。
【００５１】
　液晶を駆動する電界を与える場合に画素電極１０５と対をなす共通電極１０３は、平面
的に一画素の領域を囲うように形成されている。また、この共通電極１０３は、有機保護
膜１３３の上のオーバーコート層１３３の上に配置されている。そして、この共通電極１
０３は、上部から見たときに下層に配置しているドレイン電極１０６、走査信号配線１０
４および能動素子である薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を隠すように配置され、半導体膜１
１６を遮光する遮光層を兼ねている。
【００５２】
　なお、以上のように構成した単位画素（一画素）をマトリクス状に配置したアクティブ
マトリクス基板を構成するガラス基板１０１の表面、すなわち、有機保護膜１３３上およ
びその上に形成された共通電極１０３の上には、配向制御膜１３１が形成されている。一
方、対向基板を構成するガラス１０２にも、カラーフィルター層１１１およびその上に形
成される有機保護膜１３４、配向制御膜１３２が形成されている。
【００５３】
　また、実施例１と同様に、高圧水銀ランプを光源とし、石英板を積層したパイル偏光子
を用いて取り出される紫外線の直線偏光照射により、これらの配向制御膜１３１，１３２
に液晶配向能が付与されている。
【００５４】
　そして、ガラス基板１０１と対向基板１０２が、配向制御膜１３１，１３２の形成面で
対向配置され、これらの間に液晶分子１１０で構成された液晶層１１０Ａが配置されてい
るように構成されている。また、ガラス基板１０１および対向基板１０２の外側の面のそ
れぞれには偏光板１１８，１１９が形成されている。
【００５５】
　本発明の実施例２においても、実施例１と同様に、画素電極１０５は有機保護膜１３３
および保護膜１０８の下層に配置され、画素電極１０５と有機保護膜１３３との上に共通
電極１０３が配置された構成となっている。また、共通電極１０３の電気抵抗が十分低い
場合には、当該共通電極１０３は最下層に形成されている共通電極配線１２０も兼ねるこ
とができる。その際には、最下層に配置している共通電極配線１２０の形成およびそれに
伴うスルーホールの加工を省くことができる。
【００５６】
　この実施例２では、図５（ａ）に示すように格子状に形成された共通電極１０３に囲ま
れた領域で一画素が構成され、画素電極１０５とあわせて一画素を４つの領域に分割する
ように配置されている。また画素電極１０５およびそれと対向する共通電極１０３がお互
いに平行に配置されたジグザグな屈曲構造からなり、一画素が２つ以上の複数の副画素を
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形成している。これにより面内での色調変化を相殺する構造となっている。本実施例では
、ガラス基板１０１とガラス基板１０２は、それ自体が一軸吸収異方性を具備しているも
のとしたが、これらの基板の一方にのみ一軸吸収異方性を付与するものとすることもでき
る。
【実施例３】
【００５７】
　図６は、本発明による液晶表示装置の実施例３を説明する一画素付近の模式断面図であ
る。図中、前記した各実施例の図面と同一符号は同一機能部分に対応する。図６に示すよ
うに、本実施例では、保護膜１０８の下層に配置した画素電極１０５をスルーホール１０
３Ａを介して有機保護膜１３３上に引き上げて共通電極１０３と同層に配置した。この構
成とした場合には、液晶を駆動する電圧をさらに低減することが可能である。本実施例で
は、アクティブマトリクス基板１０１とカラーフィルタ基板１０２は、ガラス基板であっ
ても樹脂フィルム基板であってもよく、それ自体が一軸吸収異方性を具備している。これ
らの基板の一方にのみ一軸吸収異方性を付与するものとすることもできる。
【実施例４】
【００５８】
　図７は、本発明による液晶表示装置の実施例４を説明する一画素付近の模式断面図であ
る。図中、前記した各実施例の図面と同一符号は同一機能部分に対応する。本実施例では
、電極などによる段差が大きい構造となっている。本実施例では、アクティブマトリクス
基板１０１とカラーフィルタ基板１０２は、ガラス基板であっても樹脂フィルム基板であ
ってもよく、それ自体が一軸吸収異方性を具備している。これらの基板の一方にのみ一軸
吸収異方性を付与するものとすることもできる。
【実施例５】
【００５９】
　図８は、本発明による液晶表示装置の実施例５を説明する一画素付近の模式断面図であ
る。図中、前記した各実施例の図面と同一符号は同一機能部分に対応する。本実施例にお
いて、画素電極１０５および共通電極１０３はＩＴＯにより形成されており、共通電極１
０７は画素のほぼ全体を覆うベタ電極で構成されている。本構成により電極上も透過部と
して利用することができ、開口率を向上することができる。また電極間隔を短くすること
ができ、電界を効率よく液晶に印加できる。本実施例では、アクティブマトリクス基板１
０１とカラーフィルタ基板１０２は、ガラス基板であっても樹脂フィルム基板であっても
よく、それ自体が一軸吸収異方性を具備している。これらの基板の一方にのみ一軸吸収異
方性を付与するものとすることもできる。
【００６０】
　以上のように構成されたＴＦＴ型の液晶表示装置では、電界無印加時には、液晶層（液
晶組成物層）１１０Ａを構成する液晶分子１１０は対向配置されているガラス基板１０１
と１０２面の面にほぼ平行な状態となり、光配向処理で規定された初期配向方向に向いた
状態でホモジニアス配向している。ここで、ゲート電極１０４に電圧を印加して薄膜トラ
ンジスタ（ＴＦＴ）をオンにすると、画素電極１０５と共通電極１０３の間の電位差によ
り液晶組成物層１１０Ａに電界１１７が印加され、液晶組成物が持つ誘電異方性と電界と
の相互作用により液晶分子１１０は電界方向にその向きを変える。このとき液晶組成物層
１１０Ａの屈折異方性と偏光板１１８，１１９の作用により液晶表示装置の光透過率を変
化させ表示を行うことができる。本実施例では、アクティブマトリクス基板１０１とカラ
ーフィルタ基板１０２は、ガラス基板であっても樹脂フィルム基板であってもよく、それ
自体が一軸吸収異方性を具備している。これらの基板の一方にのみ一軸吸収異方性を付与
するものとすることもできる。
【００６１】
　また、上記した本発明の液晶表示装置に係る各実施例においては、１つの画素における
共通電極と画素電極から構成される表示領域は複数組設けることが可能である。このよう
に複数組設けることによって、１つの画素が大きい場合でも、画素電極と共通電極との間
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の距離を短くできるので、液晶を駆動させるために印加する電圧を小さくできる。
【００６２】
　また、上記した本発明の液晶表示装置に係る各実施例においては、画素電極と共通電極
の少なくとも一方を構成する透明導電膜の材料としては、特に制限はないが、加工の容易
さ、信頼性の高さ等を考慮してインジゥーム－チン－オキサイド（ＩＴＯ）のようなチタ
ン酸化物にイオンドープされた透明導電膜、またはイオンドープされた亜鉛酸化物を用い
るのが望ましい。
【００６３】
　一般的に、横電界方式と呼ばれるＩＰＳ方式においては、従来のＴＮ方式に代表される
縦電界方式と異なり基板面との界面チルトが原理的に必要なく、界面チルト角が小さいほ
ど視角特性が良いことが知られており、光配向制御膜においても小さい界面チルト角が望
ましく、特に１度以下が効果的である。
【００６４】
　次に、本発明による液晶表示装置の製造方法としての液晶配向制御膜のラビングレス配
向法を用いた配向制御膜の形成について説明する。本発明による配向制御膜の形成工程の
フローは以下のようになる。すなわち、
（１）配向制御膜の塗膜・形成（表示領域全面にわたり均一な塗膜を形成する）。
（２）配向制御膜のイミド化焼成（ワニス溶剤の除去と耐熱性の高いポリイミド化
を促進する）。
（３）偏光照射による液晶配向能付与（表示領域に均一な配向能を付与する）。
（４）(加熱、赤外線照射、遠赤外線照射、電子線照射、放射線照射)による配向能の促進
・安定化。
【００６５】
　以上（１）乃至（４）の４段階のプロセスを介して配向制御膜を形成するが、（１）乃
至（４）のプロセスの順番に限定されるものではなく、以下のような場合には更なる効果
が期待される。（a）上記(３)（４）を時間的に重なるように処理することにより液晶配
向能付与を加速し架橋反応などを誘起することで、さらに効果的に配向制御膜を形成する
ことが可能となる。また（ｂ）上記（４）の加熱、赤外線照射、遠赤外線照射などを用い
る場合には、上記（２）（３）（４）を時間的にオーバーラップさせることにより、上記
（４）のプロセスが上記（２）のイミド化プロセスを兼ねることも可能となり、短時間に
配向制御膜の形成が可能となる。
【００６６】
　次に、本発明による液晶表示装置の製造方法の具体的な実施例について説明する。上記
した液晶表示装置の製造方法に係る実施例を実施例６乃至１３として説明する。なお、以
下では、実施例の理解を容易にするための比較例も必要に応じて併せて説明する。
【実施例６】
【００６７】
　液晶表示装置の製造方法に係る実施例６は、前記液晶表示装置に係る実施例１で説明し
た液晶表示装置に対応する。以下、本発明の液晶表示装置の製造方法に係る実施例６につ
いて前記図２及び図３に示した構成を参照して詳細に説明する。
【００６８】
　本発明の実施例１で説明した液晶表示装置において、アクティブマトリクス基板（ＴＦ
Ｔ基板）を構成する基板１０１として、厚みが０．７ｍｍで表面を研磨したガラス基板を
用いる。対向基板（カラーフィルター基板：ＣＦ基板）を構成する基材１０２として、ポ
リイミドフィルムを樹脂フィルム基材とし、これにＣ．Ｉ．ダイレクトイエロー１２を樹
脂成分に対して３０重量％添加し、十分に分散させた厚みが約０．５ｍｍの樹脂フィルム
基材を用いる。この樹脂フィルム基材の吸光度を測定したところ、吸収ピークは４０８で
あり、その吸光度は０．７４であった。
【００６９】
　ここで、カラーフィルター基板を構成するポリイミドフィルムの樹脂フィルム基材１０
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２にカラーフィルター層１１１を形成する前に、前記樹脂フィルム基材１０２へ一軸吸収
異方性を付与するために、延伸処理を施した。このとき、延伸条件を一連に変化させ、二
色比の異なる基板を５枚作製した。これらのカラーフィルター基板の二色比を測定した結
果を表１に示す。
【表１】

【００７０】
　このカラーフィルター基板に、ブラックレジストを用いて、膜厚１．０μｍの遮光部１
１３を形成した。次に、染料レジストを用いて、遮光部１１３で区切られて配置された画
素からなる、カラーフィルター層１１１を形成した。本実施例では、青が３．０μｍ、緑
が２．７μｍ、赤が２．５μｍとしたが、膜厚は所望の色純度、もしくは液晶層厚に対し
て適宜あわせればよい。このカラーフィルター層１１１上に、各画素の段差を均一化する
ために、厚さ１．０μｍのアクリル系樹脂からなるオーバーコート膜１３４を形成した。
次に、カラーフィルター基板の表面に配向制御膜として、ポリアミック酸ワニスを印刷形
成し、２２０°Ｃで３０分の熱処理を行い、約８０ｎｍの緻密なポリイミド膜からなる配
向制御膜１３２を形成した。この配向制御膜にラビング処理を施し、配向制御能を付与し
た。その結果、前記ポリイミドフィルム基材の延伸方向と平行方向に光を吸収する軸を有
し、延伸方向と直交方向に光を透過する軸を有するカラーフィルター基板を得た。
【００７１】
　アクティブマトリクス基板を構成するガラス基板１０１に形成する薄膜トランジスタ１
１５は画素電極１０５、信号電極１０６、走査電極１０４及びアモルファスシリコン１１
６から構成される。走査電極１０４、共通電極配線１２０および信号電極１０６、画素電
極１０５はすべてクロム膜をパターニングして形成し、画素電極１０５と共通電極１０３
との間隔は７μｍとした。尚、共通電極１０３と画素電極１０５については低抵抗でパタ
ーニングの容易なクロム膜を使用したが、ＩＴＯ膜を使用し透明電極を構成して、より高
い輝度特性の達成することも可能である。ゲート絶縁膜１０７と保護絶縁膜１０８は窒化
珪素からなり、膜厚はそれぞれ０．３μｍとした。その上にはアクリル系樹脂を塗布し、
２２０°Ｃ、１時間の加熱処理により透明で絶縁性のある絶縁性有機膜１３３を厚さ１．
５μｍで形成した。
【００７２】
　次に、フォトリソグラフィーとエッチング処理により、図３（ｃ）に示すように共通電
極配線１２０までスルーホールを形成し、共通電極配線１２０と接続する共通電極１０３
をパターニングして形成した。その結果、単位画素（一画素）内では図３（ａ）に示すよ
うに、画素電極１０５が３本の共通電極１０３の間に配置されている構成となり、画素数
は１０２４×３（Ｒ、Ｇ、Ｂに対応）本の信号電極１０６と７６８本の走査電極１０４と
から構成される１０２４×３×７６８個とするアクティブマトリクス基板を形成した。次
に、配向制御膜として、ポリアミック酸ワニスを上記アクティブマトリクス基板の上に印
刷形成して２２０°Ｃで３０分の熱処理によりイミド化し、約８０ｎｍの緻密なポリイミ
ド配向制御膜１３１を形成する。この配向制御膜にラビング処理を施し、配向制御能を付
与した。
【００７３】
　次に、基材であるアクティブマトリクス基板を構成するガラス基板１０１とカラーフィ
ルター基板を構成する樹脂フィルム１０２をそれぞれの液晶配向能を有する配向制御膜１
３１，１３２を有する表面を相対向させて、分散させた球形のポリマビ－ズからなるスペ
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－サを介在させ、周辺部にシ－ル剤を塗布し、液晶表示装置となる液晶表示パネル（セル
とも称する）を組み立てた。２枚の基材の液晶配向方向は互いにほぼ並行で、かつ印加電
界方向とのなす角度を７５゜とした。このセルに誘電異方性Δεが正でその値が１０．２
（１ｋＨｚ、２０°Ｃ）であり、屈折率異方性Δｎが０．０７５（波長５９０ｎｍ、２０
°Ｃ）、ねじれ弾性定数Ｋ２が７.０ｐＮ、ネマティック－等方相転移温度Ｔ（Ｎ－Ｉ）
が約７６°Ｃのネマティック液晶組成物Ａを真空で注入し、紫外線硬化型樹脂からなる封
止材で封止した。液晶層の厚み（ギャップ）は４．２μｍの液晶パネルを製作した。
【００７４】
　この液晶表示パネルのリタデーション（Δｎｄ）は、約０．３１μｍとなる。この液晶
表示パネルを２枚の偏光板１１８，１１９で挾み、一方の偏光板の偏光透過軸を上記の液
晶配向方向とほぼ平行とし、他方をそれに直交するように配置した。その際、観察者側の
カラーフィルター基板に配置する偏光板１１９の吸収軸はカラーフィルター基板を構成す
る樹脂フィルム１０２の吸収軸方向とほぼ平行にして配置した。
【００７５】
　その後、駆動回路、バックライトなどを接続してモジュール化し、アクティブマトリク
ス型の液晶表示装置５台を得た。本実施例では低電圧で暗表示、高電圧で明表示となるノ
ーマリークローズ特性とした。
【００７６】
　次に、本発明の実施例である上記５台の液晶表示装置の表示品位（コントラスト比（Ｃ
Ｒ）および色度座標変化Δｕ'ｖ'）を評価したところ、次の表２に示す結果となった。
【表２】

【比較例１】
【００７７】
　比較例１では、実施例６のカラーフィルター基板を構成する樹脂フィルムにダイレクト
イエローを添加しなかった他は実施例６と同様にして液晶表示装置を作製した。この比較
例１の表示品位を確認したところ、コントラスト比４３０、Δｕ'ｖ'は０．０６１であっ
た。
【実施例７】
【００７８】
　本発明の液晶表示装置の製造方法に係る実施例７について図２及び図３に示した構造を
参照して詳細に説明する。実施例６との相違点はカラーフィルター基板１０２もアクティ
ブマトリクス基板１０１と同様にガラス基板としたものである。
【００７９】
　本発明の製造方法に係る本発明の実施例７において、アクティブマトリクス基板１０１
と対向基板（カラーフィルター基板）１０２としては共に、厚みが０．７ｍｍで表面を研
磨したガラス基板を用いる。このカラーフィルター基板を構成するガラス基板１０２に、
ブラックレジストを用いて、膜厚１．０μｍの遮光部１１３を形成した。次に染料レジス
トを用いて、遮光部１１３で区切られて配置された画素からなる、カラーフィルター層１
１１を形成した。本実施例では、青が３．０μｍ、緑が２．７μｍ、赤が２．５μｍとし
たが、膜厚は所望の色純度、もしくは液晶層厚に対して適宜あわせればよい。このカラー
フィルター層１１１上に、各画素の段差を均一化するために、厚さ１．０μｍのアクリル
系樹脂からなるオーバーコート膜１３４を形成した。
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【００８０】
　次に、カラーフィルター基板であるガラス基板１０２の表面には配向制御膜として、ジ
アミン化合物、ｐ－フェニレンジアミンと１，４－ジアミノピリジンをモル比１：１の割
合で混合し、酸二無水物が１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物から
なるポリアミック酸ワニスに色素としてＣ．Ｉ．ダイレクトイエロー１２を添加し、樹脂
分濃度５重量％、Ｃ．Ｉ．ダイレクトイエロー１２濃度３重量％、ＮＭＰ６０重量％、γ
ブチルラクトン２０重量％、ブチルセロソルブ１２重量％に調整して印刷形成し、２２０
°Ｃで３０分の熱処理を行い、約８０ｎｍの緻密なポリイミド膜からなる配向制御膜１３
２を形成した。
【００８１】
　その表面に液晶配向能および吸収異方性を付与するために、偏光ＵＶ（紫外線）光をポ
リイミド配向制御膜１３２に照射した。光源には高圧水銀ランプを用い、干渉フィルタを
介して、２４０ｎｍ～６００ｎｍの範囲のＵＶ光を取り出し、石英基板を積層したパイル
偏光子を用いて偏光比約１０：１の直線偏光とし、約５Ｊ／ｃｍ2の照射エネルギーで基
板にほぼ垂直に照射した。
【００８２】
　その結果、配向制御膜表面の液晶分子の配向方向が、照射した偏光ＵＶの偏光方向に対
して直交方向であり、照射した偏向ＵＶの偏向方向と直交方向に光を吸収する軸を有し、
照射した偏向ＵＶの偏向方向と平行方向に光を透過する軸を有するカラーフィルター基板
を得た。このカラーフィルター基板の偏光UVスペクトルを測定したところ、透過軸と吸収
軸吸光度の差分が０．２１であった。
【００８３】
　アクティブマトリクス基板を構成するガラス基板１０１に形成する薄膜トランジスタ１
１５は画素電極１０５、信号電極１０６、走査電極１０４及びアモルファスシリコン１１
６から構成される。走査電極１０４、共通電極配線１２０および信号電極１０６、画素電
極１０５はすべてクロム膜をパターニングして形成し、画素電極１０５と共通電極１０３
との間隔は７μｍとした。尚、共通電極１０３と画素電極１０５については低抵抗でパタ
ーニングの容易なクロム膜を使用したが、ＩＴＯ膜を使用し透明電極を構成して、より高
い輝度特性を達成することも可能である。ゲート絶縁膜１０７と保護絶縁膜１０８は窒化
珪素からなり、膜厚はそれぞれ０．３μｍとした。その上にはアクリル系樹脂を塗布し、
２２０°Ｃ、１時間の加熱処理により透明で絶縁性のある絶縁性有機膜１３３を厚さ１．
５μｍで形成した。
【００８４】
　次に、フォトリソグラフィー、エッチング処理により、図３（ｃ）に示すように共通電
極配線１２０までスルーホールを形成し、共通電極配線１２０と接続する共通電極１０３
をパターニングして形成した。
【００８５】
　その結果、単位画素（一画素）内では図３（ａ）に示すように、画素電極１０５が３本
の共通電極１０３の間に配置されている構成となり、画素数は１０２４×３（Ｒ、Ｇ、Ｂ
に対応）本の信号電極１０６と７６８本の走査電極１０４とから構成される１０２４×３
×７６８個とするアクティブマトリクス基板を形成した。
【００８６】
　次に、配向制御膜として、ジアミン化合物、ｐ－フェニレンジアミンと１，４－ジアミ
ノピリジンをモル比１：１の割合で混合し、酸二無水物が１，２，３，４－シクロブタン
テトラカルボン酸二無水物からなるポリアミック酸ワニスを、樹脂分濃度５重量％、ＮＭ
Ｐ６０重量％、γブチルラクトン２０重量％、ブチルセロソルブ１５重量％に調整し、上
記アクティブマトリクス基板の上に印刷形成して２２０°Ｃで３０分の熱処理によりイミ
ド化し、約８０ｎｍの緻密なポリイミド配向制御膜１３１を形成する。
【００８７】
　次に、これらの２枚のガラス基板１０１、１０２をそれぞれの液晶配向能を有する配向
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制御膜１３１，１３２を有する表面を相対向させて、分散させた球形のポリマビ－ズから
なるスペ－サを介在させ、周辺部にシ－ル剤を塗布し、液晶表示装置となる液晶表示パネ
ル（セルとも称する）を組み立てた。２枚のガラス基板の液晶配向方向は互いにほぼ並行
で、かつ印加電界方向とのなす角度を７５゜とした。このセルに誘電異方性Δεが正でそ
の値が１０．２（１ｋＨｚ、２０°Ｃ）であり、屈折率異方性Δｎが０．０７５（波長５
９０ｎｍ、２０°Ｃ）、ねじれ弾性定数Ｋ２が７. ０ｐＮ、ネマティック－等方相転移温
度Ｔ（Ｎ－Ｉ）が約７６°Ｃのネマティック液晶組成物Ａを真空で注入し、紫外線硬化型
樹脂からなる封止材で封止した。液晶層の厚み（ギャップ）は４．２μｍの液晶パネルを
製作した。
【００８８】
　この液晶表示パネルのリタデーション（Δｎｄ）は、約０．３１μｍとなる。この液晶
表示パネルを２枚の偏光板１１８，１１９で挾み、一方の偏光板の偏光透過軸を上記の液
晶配向方向とほぼ平行とし、他方をそれに直交するように配置した。その際、観察者側の
ガラス基板１０２に配置する偏光板１１９の吸収軸はカラーフィルター基板に形成された
配向制御膜１３２の吸収軸方向とほぼ平行にして配置した。その後、駆動回路、バックラ
イトなどを接続してモジュール化し、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を得た。本
実施例では低電圧で暗表示、高電圧で明表示となるノーマリークローズ特性とした。
【００８９】
　次に、本発明の実施例７の製造方法で製造した上記の液晶表示装置の表示品位を評価し
たところ、コントラスト比６３０対１の高品位の表示が確認された。また、白表示時と黒
表示時の色度座標変化を測定したところ、Δｕ'ｖ'は０．０２９であった。
【比較例２】
【００９０】
　比較例２では実施例７の配向制御膜１３２にＣ．Ｉ．ダイレクトイエロー１２を添加し
なかった以外は図４で説明した液晶表示装置の実施例２と同様にして液晶表示装置を作製
した。このとき得られた、カラーフィルター基板の偏光ＵＶスペクトルを測定した結果、
吸収の異方性はほとんど見られなかった。比較例２の液晶表示装置の表示品位を評価した
ところ、コントラスト比４８０対１、白表示時と黒表示時の色度差Δｕ'ｖ'は０．０５２
であった。
【実施例８】
【００９１】
　液晶表示装置の製造方法に係る本発明の実施例８では、液晶表示装置の実施例７の配向
制御膜１３２に色素を添加せず、偏光板１１８の保護フィルム１６１，１６２の樹脂組成
およびその処理方法を変更した以外は実施例７と同様にして液晶表示装置を作製した。厚
さ１μｍのヨウ素を吸着させたポリビニルアルコールフィルムを延伸して偏光子１６３を
形成した。この偏光子１６３の保護フィルム１６１，１６２として、樹脂であるトリアセ
チルセルロースに色素であるブリリアントイエローを樹脂濃度に対して５０重量％で添加
、分散させたものを用いた。
【００９２】
　色素が添加された前記偏光板保護フィルム１６１，１６２に吸収異方性を付与するため
、偏光ＵＶ（紫外線）光を、垂直方向に照射した。光源には高圧水銀ランプを用い、干渉
フィルタを介して、３３０ｎｍ～６００ｎｍの範囲のＵＶ光を取り出し、石英基板を積層
したパイル偏光子を用いて偏光比約１５：１の直線偏光とし、約５Ｊ／ｃｍ2の照射エネ
ルギーで照射した。この偏光板保護フィルム１６１，１６２の吸収軸が偏光子１６３の吸
収軸とほぼ平行になるようにして貼り付けた。実施例８で作製した液晶表示装置の表示品
位を評価したところ、コントラスト比７２０対１、白表示時と黒表示時の色度差Δｕ'ｖ'
は０．０３７であった。
【実施例９】
【００９３】
　液晶表示装置の製造方法に係る本発明の実施例９では、液晶表示装置の実施例２の配向
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制御膜１３２に色素を添加せず、偏光板１１９を基板１０２に貼り付けるために形成され
た粘着層のアクリル系樹脂に樹脂濃度に対してブリリアントイエローを３０重量％、Ｃ．
Ｉ．ダイレクトレッド８１を１０重量％、Ｃ．Ｉ．ダイレクトブルーを１０重量％添加、
分散させたものを用いた。
【００９４】
　前記粘着層により偏光板１１９を基板１０２に貼り付けた後、前記粘着層に吸収異方性
を付与するために、偏光ＵＶ（紫外線）光を偏光子１６７の透過軸と一致するように偏光
板側から前記粘着層に照射した。光源には高圧水銀ランプを用い、干渉フィルタを介して
、３３０ｎｍ～６００ｎｍの範囲のＵＶ光を取り出し、石英基板を積層したパイル偏光子
を用いて偏光比約１５：１の直線偏光とし、約１０J／ｃｍ2の照射エネルギーで基板にほ
ぼ垂直に照射した。
【００９５】
　この偏光板粘着層により偏光板を石英基板上に貼り付け、偏光ＵＶスペクトルを測定し
た結果、照射した偏光ＵＶ光に対して垂直な方向に吸収軸をもつ吸収異方性を有していた
。実施例９で作製した液晶表示装置の表示品位を評価したところ、コントラスト比６８０
対１、白表示時と黒表示時の色度差Δｕ'ｖ'は０．０３９であった。
【実施例１０】
【００９６】
　液晶表示装置の製造方法に係る本発明の実施例１０では、実施例７のカラーフィルター
基板側に形成されたカラーフィルター層１１１のレジスト材料組成およびその処理方法を
変更した以外は実施例７と同様にして液晶表示装置を作製した。また、カラーフィルター
の青を表示するレジスト材料にはレジスト材料に対してＣ．Ｉ．ダイレクトイエロー４４
を５重量％、緑を構成するレジスト材料にはＣ．Ｉ．ダイレクトレッド８１を３重量％、
赤を構成するレジスト材料にはＣ．Ｉ．ダイレクトブルー１５１を３重量それぞれ添加、
分散させたものを用いた。
【００９７】
　色素が添加されたカラーレジストによりカラーフィルター層１１１を形成した後、オー
バーコート膜１３４を形成する前に前記カラーレジスト部に吸収異方性を付与するために
、偏光ＵＶ（紫外線）光をカラーフィルター層１１１に照射した。光源には高圧水銀ラン
プを用い、干渉フィルタを介して、３３０ｎｍ～６００ｎｍの範囲のＵＶ光を取り出し、
石英基板を積層したパイル偏光子を用いて偏光比約１５：１の直線偏光とし、約８Ｊ／ｃ
ｍ2 の照射エネルギーで基板にほぼ垂直に照射した。さらに得られたカラーフィルター基
板上に、オーバーコート膜１３４、配向制御膜１３２を形成した。このとき、配向制御膜
１３２に照射する偏光光の偏光軸はカラーフィルター層１１１に照射した偏光光の偏光軸
とほぼ平行にした。
【００９８】
　その結果、照射した偏光ＵＶの偏光方向と直交方向に吸収軸を有するカラーフィルター
基板を得た。この偏光ＵＶスペクトルを測定したところ、透過軸と吸収軸吸光度の差分が
０．３１であった。実施例１０で作製した液晶表示装置の表示品位を評価したところ、コ
ントラスト比７３０対１、白表示時と黒表示時の色度差Δｕ'ｖ'は０．０２３であった。
【実施例１１】
【００９９】
　液晶表示装置の製造方法に係る本発明の実施例１０では、実施例５のカラーフィルター
基板側に形成されたオーバーコート膜１３４のアクリル系樹脂組成およびその処理方法を
変更した以外は実施例１０と同様にして液晶表示装置を作製した。前記オーバーコート膜
１３４のアクリル系樹脂にＣ．Ｉ．ダイレクトイエロー１２を樹脂に対して３０重量％で
添加、分散させたものを用いた。
【０１００】
　カラーフィルター層１１１上に色素が添加されたオーバーコート膜１３４を形成した後
、配向制御膜１３２を形成する前に前記オーバーコート膜１３４の表面に吸収異方性を付
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与するために、偏光ＵＶ（紫外線）光を前記オーバーコート膜１３４に照射した。光源に
は高圧水銀ランプを用い、干渉フィルタを介して、３３０ｎｍ～６００ｎｍの範囲のＵＶ
光を取り出し、石英基板を積層したパイル偏光子を用いて偏光比約１５：１の直線偏光と
し、約１２Ｊ／ｃｍ2 の照射エネルギーで基板にほぼ垂直に照射した。さらに得られたカ
ラーフィルター基板上に、実施例２と同様に配向制御膜１３２を形成した。このとき、配
向制御膜１３２に照射する偏光光の偏光軸はオーバーコート膜１３４に照射した偏光光の
偏光軸とほぼ平行にした。
【０１０１】
　その結果、照射した偏光ＵＶの偏光方向と直交方向に吸収軸を有するカラーフィルター
基板を得た。この偏光UVスペクトルを測定したところ、透過軸と吸収軸吸光度の差分が０
．３７であった。実施例１１で作製した液晶表示装置の表示品位を評価したところ、コン
トラスト比７８０対１、白表示時と黒表示時の色度差Δｕ'ｖ'は０．０１８であった。
【実施例１２】
【０１０２】
　液晶表示装置の製造方法に係る本発明の実施例１２を、図８を用いて説明する。本発明
の第１２の実施例である液晶表示装置の製造方法では、基板１０１として、厚みが０.７
ｍｍで表面を研磨したガラス基板を用いる。基板１０１上には電極１０３，１０５，１０
６，１０４の短絡を防止するための絶縁膜１０７，薄膜トランジスタ１１５，薄膜トラン
ジスタ１１５及び電極１０５、１０６を保護する絶縁性有機保護膜１０８にブリリアント
イエローを樹脂濃度に対して１０重量％添加、分散させ、製膜してＴＦＴ基板とした。
【０１０３】
　薄膜トランジスタ１１５は画素電極１０５，信号電極１０６，走査電極１０４及びアモ
ルファスシリコン１１６から構成される。走査電極１０４はアルミニウム膜をパターニン
グし、信号電極１０６はクロム膜をパターニングし、そして共通電極１０３と画素電極１
０５とはＩＴＯをパターニングして形成する。絶縁膜１０７と、絶縁性有機保護膜１０８
の膜厚はそれぞれ０.２μｍと０.３μｍとした。容量素子は画素電極１０５と共通電極１
０３で絶縁膜１０７，１０８を挟む構造として形成する。画素電極１０５は、ベタ形状の
共通電極１０３の上層に重畳する形で配置されている。画素数は１０２４×３(Ｒ，Ｇ，
Ｂに対応)本の信号電極１０６と７６８本の走査電極１０４とから構成される１０２４×
３×７６８個とする。
【０１０４】
　配向制御膜１３１を形成する前に、絶縁性有機保護膜１０８の表面に吸収異方性を付与
するため、偏光ＵＶ（紫外線）光を絶縁性有機保護膜１０８に照射した。光源には高圧水
銀ランプを用い、干渉フィルタを介して、３３０ｎｍ～６００ｎｍの範囲のＵＶ光を取り
出し、石英基板を積層したパイル偏光子を用いて偏光比約１５：１の直線偏光とし、約４
Ｊ／ｃｍ2の照射エネルギーで基板にほぼ垂直に照射した。このとき、配向制御膜１３１
に照射する偏光光の偏光軸は絶縁性有機保護膜１０８に照射した偏光光の偏光軸とほぼ平
行にした。その結果、照射した偏光ＵＶの偏光方向と直交方向に吸収軸を有するTFT基板
を得た。この偏光UVスペクトルを測定したところ、二色比が３．５３であった。
【０１０５】
　次に、配向制御膜として、ジアミン化合物にｐ－フェニレンジアミンと３，４－ジアミ
ノチオフェンをモル比３：１の割合とし、酸無水物として１，２，３，４－シクロブタン
テトラカルボン酸二無水物とピロメリット酸二無水物のモル比１：１からなるポリアミッ
ク酸ワニスを、樹脂分濃度５重量％、ＮＭＰ６０重量％、γブチルラクトン２０重量％、
ブチルセロソルブ１５重量％に調整し、上記アクティブマトリクス基板の上に印刷形成し
て２２０°Ｃで３０分の熱処理によりイミド化し、約１１０ｎｍの緻密なポリイミド配向
制御膜１３１を形成する。
【０１０６】
　次に、ＩＴＯを成膜したもう一方のアクティブマトリクス基板１０２の表面には同様の
ポリアミック酸ワニスを印刷形成し、２２０°Ｃで３０分の熱処理を行い、約１１０ｎｍ



(19) JP 2009-103828 A 2009.5.14

10

20

30

40

50

の緻密なポリイミド膜からなる配向制御膜１３２を形成した。
【０１０７】
　ＴＦＴ基板及びカラーフィルター基板における配向制御膜１３１，１３２の配向方向は
互いにほぼ平行とし、かつ印加電界１１７の方向とのなす角度を１５度とした。これらの
基板間に平均粒径が４μｍの高分子ビーズをスペーサーとして分散し、ＴＦＴ基板とカラ
ーフィルター基板との間に液晶１１０を挟み込んだ。液晶１１０は、誘電異方性Δεが正
でその値が１０．２（１ｋＨｚ、２０°Ｃ）であり、屈折率異方性Δｎが０．０７５（波
長５９０ｎｍ、２０°Ｃ）、ねじれ弾性定数Ｋ２が７.０ｐＮ、ネマティック－等方相転
移温度Ｔ（Ｎ－Ｉ）が約７６°Ｃのネマティック液晶組成物Ａを真空で注入し、紫外線硬
化型樹脂からなる封止材で封止した。液晶層の厚み（ギャップ）は４．０μｍの液晶パネ
ルを製作した。
【０１０８】
　ＴＦＴ基板とカラーフィルター基板とを挟む２枚の偏光板１１８，１１９はヨウ素をポ
リビニルアルコールに吸着させ、延伸によって作製したものを用い、クロスニコルに配置
した。その際、観察者側のアクティブマトリクス基板１０２に配置する偏光板１１９の吸
収軸はカラーフィルター基板に形成された配向制御膜１３２の吸収軸方向とほぼ平行にし
て配置した。そして、低電圧で暗状態，高電圧で明状態をとるノーマリークローズ特性を
採用した。
【０１０９】
　この液晶表示パネルのリタデーション（Δｎｄ）は、約０．３０μｍとなる。この液晶
パネルのガラス基板１０１側にバックライト光源を配置し、その他液晶を駆動するための
回路を設置し、液晶表示装置を作製した。本発明の実施例１２である上記の液晶表示装置
の表示品位を評価したところ、コントラスト比６２０対１の高品位の表示が確認された。
また、白表示時と黒表示時の色度座標変化を測定したところ、Δｕ'ｖ'は０．０２９であ
った。
【実施例１３】
【０１１０】
　液晶表示装置の製造方法に係る本発明の実施例１３では、垂直配向モード（ＰＶＡ）液
晶表示装置を構成するカラーフィルター層１１１上に有するアクリル系樹脂からなるオー
バーコート膜１３４に一軸吸収異方性膜を形成した。以下、本発明の実施例１３について
図９を参照して説明する。図９は、垂直配向モード液晶表示装置の模式断面図である。本
発明の実施例１３である液晶表示装置の製造方法において、アクティブマトリクス基板を
構成するガラス基板１０１および対向基板（カラーフィルター基板）を構成するガラス基
板１０２として、厚みが０．７ｍｍで表面を研磨した無アルカリガラス基板を用いる。
【０１１１】
　ガラス基板１０２上に、連続スパッタリングによって、クロムを１６０nm、酸化クロム
膜を４０nmの厚さで製膜し、ポジ型レジストを塗布、プリベーク、露光、現像、エッチン
グ、剥離、洗浄の工程を経て遮光部１１３を形成した。次に、赤，緑，青のカラーレジス
トを用いて、定法であるフォトリソグラフィー法に従い、塗布、プリべーク，露光，現像
，リンス，ポストベークの工程を経て、カラーフィルター層１１１を形成した。本実施例
では、青が３.０μｍ、緑が２.７μｍ、赤が２.５μｍとしたが、膜厚は所望の色純度、
もしくは液晶層厚に対して適宜合わせればよい。
【０１１２】
　このカラーフィルター層１１１上に、各画素の段差を均一化するために、アクリル系樹
脂からなるオーバーコート膜１３４を形成した。露光は高圧水銀ランプのｉ線により２０
０ｍＪ／ｃｍ2の光量を照射、次いで２３０℃で３０分加熱により形成した。膜厚はカラ
ー画素上でほぼ１.２～１.５μｍであった。
【０１１３】
　次に、ＩＴＯをスパッタにより１４０ｎｍの厚さで真空蒸着し、２４０℃で９０分間加
熱するにより結晶化、フォト工程、エッチング処理により、共通電極１０３のパターンを
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形成した。共通電極１０３の開口部は、画素電極１０５の開口部を中間に挟む。次に、柱
状スペーサーを感光性樹脂を用いて、定法であるフォトリソグラフィー法とエッチングに
より、画素同士に挟まれた遮光部１１３上に、ほぼ３.５μｍ の高さで形成した。
【０１１４】
　アクティブマトリクス基板１０１上には、Ｍｏ／Ａｌ（モリブデン／アルミニウム）か
らなる走査電極（ゲート電極）１０４（図示せず）を形成した。同層に、保持容量電極が
クロムやアルミニウムで形成してもよい（図示せず）。これらを被覆するようにゲート絶
縁膜１０７が形成され、
【０１１５】
　実施例６と同様に信号電極（ドレイン電極）１０６と薄膜トランジスタを形成した（図
示せず）。それらを被覆する保護絶縁膜として、アクリル系樹脂にブリリアントイエロー
を３重量パーセント添加し、これを用いて有機絶縁膜１３４を形成した。その上に開口パ
ターンを有する画素電極１０５をＩＴＯで形成した。なお、ＩＺＯなどの透明導電体を用
いてもよい。画素数は１０２４×３（Ｒ，Ｇ，Ｂに対応）本の信号電極１０６と７６８本
の走査電極１０４から構成される１０２４×３×７６８個のアクティブマトリクス基板が
得られた。
【０１１６】
　次に、光源に高圧水銀ランプを用い、干渉フィルタを介して、３３０ｎｍ～６００ｎｍ
の範囲のＵＶ光を取り出し、石英基板を積層したパイル偏光子を用いて偏光比約１５：１
の直線偏光とし、２３０℃で約５Ｊ／ｃｍ2の照射エネルギーで基板にほぼ垂直に照射し
た。このとき、アクティブマトリクス基板に照射した偏光の偏光方向は、信号電極方向と
した。異方層の吸収軸は、出射側偏光板１１９の透過軸と直交する方向に形成する。
【０１１７】
　その結果、照射した偏光ＵＶの偏光方向と直交方向に吸収軸を有するアクティブマトリ
クス基板を得た。この偏光ＵＶスペクトルを測定したところ、二色比が２．５８であった
。本実施例では、出射側偏光板１１９の透過軸を基板短辺方向（信号電極１０６と同一方
向）、吸収軸方向が基板長辺方向（走査電極１０４方向、図示せず）であるが、偏光板の
軸配置を変えた場合には、それに合わせて軸を決定すればよい。
【０１１８】
　アクティブマトリクス基板、カラーフィルター基板に垂直配向の配向制御膜１３１，１
３２をそれぞれ形成し、基板の周辺部にシール剤を塗布し、負の誘電異方性を有する液晶
材料をＯＤＦ法によって滴下封入して液晶層１１０Ａとし、液晶パネルを組み立てた。偏
光板１１８，１１９は前述の通り、入射側偏光板１１８の透過軸を基板の長辺方向、出射
側偏光板１１９の透過軸を基板短辺方向として直交させた。偏光板には、視角特性を補償
する複屈折性フィルムを具備する視野角補償偏光板を用いた。その後、駆動回路，バック
ライトユニットなどを接続して液晶モジュールとし、液晶表示装置を得た。
【０１１９】
　この液晶表示装置の表示品質を評価したところ、基板のほぼ全面に渡ってコントラスト
比が８００：１であり、また、黒表示と白表示の色度差Δｕ'ｖ'が０.０２３であり、良
好な表示品質であることを確認した。
【０１２０】
　なお、本実施例では、ＩＴＯの切り欠けパターンを用いたＰＶＡモードの液晶表示装置
を用いたが、カラーフィルター基板に突起を設けるＭＶＡ方式の場合には、ＩＴＯ形成後
、突起のプロセスを経てから柱状スペーサーの工程に進む。異方層の形成は本実施例と同
様にできる。
【比較例３】
【０１２１】
　比較例３では、実施例１３で説明した垂直配向モード液晶表示装置において、アクティ
ブマトリクス基板側に形成した有機絶縁膜１３４にブリリアントイエローを添加しなかっ
た他は実施例８と同様にして液晶表示装置を作製した。この液晶表示装置の表示品質を評
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価したところ、基板のほぼ全面に渡ってコントラスト比が４８０：１であり、また、黒表
示と白表示の色度差Δｕ'ｖ'が０.０４５であった。
【実施例１４】
【０１２２】
　次に、本発明の液晶表示装置に係る実施例１４を説明する。実施例１４は半透過型液晶
表示装置に本発明を適用した。従来の半透過型液晶表示装置を図１０に示す。半透過型液
晶表示装置では反射部と透過部の光路長を一致させるため、反射部に段差を設ける必要が
ある。なぜなら反射部では太陽光などの外光が偏光板１１９を通り、液晶層１１０Ａを通
過し、反射板で反射した後、再度液晶層を通り、偏光板１１９に至るという経路をとるた
め、透過部と光路長を一致させるためには反射部の液晶層の厚みは透過部の約半分にする
必要がある。また、透過部と同じノーマリーブラックとするには位相差板も必要である。
段差を形成する従来型の半透過型液晶表示装置では上下基板の合わせマージンを大きくと
る必要があり、開口率の点で非常に不利であった。
【０１２３】
　実施例１４では、反射部にセル内蔵の偏光膜を形成することにより、段差が無く、開口
率の大きい半透過型液晶表示装置を得ることができる。以下本発明による実施例１４につ
いて説明する。実施例１４では、半透過型液晶表示装置に一軸吸収異方性膜を形成した。
以下、本発明の第１４実施例について図１１を参照して説明する。図１１は、本発明によ
る半透過型液晶表示装置の模式断面図である。
【０１２４】
　本発明の実施例１４の液晶表示装置の製造においては、アクティブマトリクス基板を構
成するガラス基板１０１および対向基板（カラーフィルター基板）を構成するガラス基板
１０２として、厚みが０．７ｍｍで表面を研磨した無アルカリガラス基板を用いる。この
カラーフィルター基板を構成するガラス基板１０２に、ブラックレジストを用いて、膜厚
１．０μｍの遮光部１１３を形成した。次に、染料レジストを用いて、遮光部１１３で区
切られて配置された画素からなる、カラーフィルター層１１１を形成した。膜厚は、それ
ぞれ青が３．０μｍ、緑が２．７μｍ、赤が２．５μｍとしたが、所望の色純度、もしく
は液晶層厚に対して適宜あわせればよい。色素が添加されたカラーレジストによりカラー
フィルター層１１１を形成した後、各画素の段差を均一化するために、厚さ１．０μｍの
アクリル系樹脂からなるオーバーコート膜１３４を形成した。
【０１２５】
　次に、カラーフィルター基板の表面に配向制御膜として、ジアミン化合物、ｐ－フェニ
レンジアミンと１，４－ジアミノピリジンをモル比１：１の割合で混合し、酸二無水物が
１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物からなるポリアミック酸ワニス
を印刷形成し、２２０°Ｃで３０分の熱処理を行い、約８０ｎｍの緻密なポリイミド膜か
らなる配向制御膜１３２を形成した。
【０１２６】
　一方、アクティブマトリクス基板を構成するガラス基板１０１に薄膜トランジスタ、走
査電極、共通電極配線、信号電極、画素電極（図示せず）はすべてクロム膜をパターニン
グして形成した。尚、前記共通電極と前記画素電極は低抵抗でパターニングの容易なクロ
ム膜を使用したが、ＩＴＯ膜を使用し透明電極を構成して、より高い輝度特性を達成する
ことも可能である。その上に透明で絶縁性のある絶縁性有機膜１３３を厚さ１．５μｍで
形成後、表面に凹凸を形成し、アルミニウムにより反射部１２１を形成した。
【０１２７】
　さらに、６重量％ポリイミド酸溶液にブリリアントイエローを３重量％、Ｃ．Ｉ．ダイ
レクトレッド８１を２重量％、Ｃ．Ｉ．ダイレクトブルー１５１を２重量％添加し、十分
に分散させた溶液を用いて約２００ｎｍのポリイミド膜１２２を反射部１２１上に印刷形
成した。次に光源に高圧水銀ランプを用い、干渉フィルタを介して、３３０ｎｍ～６００
ｎｍの範囲のＵＶ光を取り出し、石英基板を積層したパイル偏光子を用いて偏光比約１５
：１の直線偏光とし、２３０℃で約５Ｊ／ｃｍ2の照射エネルギーで基板にほぼ垂直に照
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射した。一軸吸収異方性層の吸収軸は、出射側偏光板１１９の透過軸と直交する方向に形
成した。
【０１２８】
　次に、共通電極１０３をスパッタによりＩＴＯを１００ｎｍの厚さで形成した。その後
、窒化珪素からなる保護絶縁膜１０８を膜厚３００ｎｍで製膜後、画素電極１０５を形成
し、アクティブマトリクス基板を形成した。その後、配向制御膜として、ジアミン化合物
、ｐ－フェニレンジアミンと１，４－ジアミノピリジンをモル比１：１の割合で混合し、
酸二無水物が１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物からなるポリアミ
ック酸ワニスを、樹脂分濃度５重量％、ＮＭＰ６０重量％、γブチルラクトン２０重量％
、ブチルセロソルブ１５重量％に調整し、上記アクティブマトリクス基板の上に印刷形成
して２２０°Ｃで３０分の熱処理によりイミド化し、約８０ｎｍの緻密なポリイミド配向
制御膜１３１を形成した。
【０１２９】
　得られたアクティブマトリクス基板は、照射した偏光ＵＶの偏光方向と直交方向に吸収
軸を有していた。この偏光ＵＶスペクトルを測定したところ、二色比が５．３８であった
。本実施例では、出射側偏光板１１９の透過軸を基板短辺方向（信号電極１０６と同一方
向）、吸収軸方向が基板長辺方向（走査電極１０４方向、図示せず）であるが、偏光板の
軸配置を変えた場合には、それに合わせて軸を決定すればよい。
【０１３０】
　アクティブマトリクス基板，カラーフィルター基板に垂直配向の配向制御膜１３１，１
３２をそれぞれ形成し、基板の周辺部にシール剤を塗布し、負の誘電異方性を有する液晶
材料をＯＤＦ法によって滴下封入して液晶層１１０Ａとし、液晶パネルを組み立てた。偏
光板１１８，１１９は前述の通り、入射側偏光板１１８の透過軸を基板の長辺方向、出射
側偏光板１１９の透過軸を基板短辺方向として直交させた。偏光板には、視角特性を補償
する複屈折性フィルムを具備する視野角補償偏光板を用いた。その後、駆動回路、バック
ライトユニットなどを接続して液晶モジュールとし、液晶表示装置を得た。
【０１３１】
　この液晶表示装置の表示品質を評価したところ、透過部のコントラスト比が６５０：１
、反射部のコントラスト比が１０：１であり、従来型の半透過液晶表示装置のコントラス
ト比（５；１）以上のコントラスト比を示した。本発明による半透過液晶表示装置と従来
型の半透過液晶表示装置の開口率を比較したところ、本発明による半透過液晶表示装置は
従来型に対して開口率が約１３％向上していた。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】液晶表示装置の模式断面図である。
【図２】本発明による液晶表示装置の実施例１の構成を説明する模式断面図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の実施例１の画素構成を説明する画素部分の模式平面
図および模式断面図である。
【図４】本発明による液晶表示装置の実施例２の構成を説明する模式断面図である。
【図５】本発明による液晶表示装置の実施例２の画素構成を説明する画素部分の模式平面
図および模式断面図である。
【図６】本発明による液晶表示装置の実施例３の構成を説明する模式断面図である。
【図７】本発明による液晶表示装置の実施例４の構成を説明する模式断面図である。
【図８】本発明による液晶表示装置の実施例１２を説明する模式断面図である。
【図９】本発明による液晶表示装置の実施例１３を説明する模式断面図である。
【図１０】従来型の半透過型液晶表示装置の模式断面図である。
【図１１】本発明による液晶表示装置の実施例１４である半透過型液晶表示装置の模式断
面図である。
【符号の説明】
【０１３３】
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　１００・・・・光源、１０１，１０２・・・・透明基板、１０３・・・・共通電極（コ
モン電極）、１０４・・・・走査電極（ゲ－ト電極）、１０５・・・・画素電極（ソ－ス
電極）、１０６・・・・信号電極（ドレイン電極）、１０７・・・・絶縁膜、１０８・・
・・保護絶縁膜、１１０・・・・液晶分子、１１０'・・・・液晶層（液晶組成物層）、
１１１・・・・カラーフィルター、１１３・・・・遮光膜（ブラックマトリクス）、１１
４・・・・カラーフィルターレジスト、１１５・・・・薄膜トランジスタ、１１６・・・
・半導体膜、１１７・・・・電界方向、１１８，１１９・・・・偏光板、１２０・・・・
共通電極配線、１２１・・・・反射膜、１２２・・・・段差部、１２３・・・・位相差膜
、１３１，１３２・・・・配向制御膜、１３３，１３４・・・・有機絶縁膜、１４１・・
・・TFT層、１５１・・・・バックライト光源ユニット、１６１，１６２，１６５，１６
６・・・・偏光板保護フィルム、１６３，１６７・・・・偏光子、１６４，１６８・・・
・偏光板粘着層。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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